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Abstract: Fotonica este un domeniu stiintific interdisciplinar, care a transformat capacitatea de comunicare,
transmitere si stocare a datelor si transforma spre bine societatea in care traim. Este cunoscut cd, premiul Nobel pentru
Fizica in 2014 a fost acordat in comun lui I. Akasaki, H. Amano si S. Nakamura pentru inventia unor diode eficiente de
lumina albastra. Astfel, in aceasta lucrare sunt studiate proprietatile laserelor semiconductoare InGaN, care poseda
diferite aplicatii cum ar fi ecrane electroluminiscente color, senzori, biotehnologii si instrumente medicale. Se va discuta
despre eforturile crescande in acest domeniu care in prezent sunt canalizate spre modelarea si simularea dispozitivelor
laser de lumina albastra si compararea caracteristicilor masurate in experiment cu cele teoretice.
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In ultimii ani laserele de tipul InGaN cu lumini albastri-violetd au capatat o atentie deosebitd pentru
utilizarea lor in diferite aplicatii, in particular, la stocarea informatiei pe discuri de naltd densitate si la
prelucrarea optica a datelor. Un progres important in dezvoltarea laserului de lumina albastra a fost facut dupa
acestora a fost extinsa la peste 15000 ore. De exemplu, diodele laser cu luminad albastrd-violetd care
functioneaza la lungimi de unda de 400 nm sunt necesare pentru a spori capacitatea de stocare a sistemelor CD
si DVD de pana la 25 GB [2]. In majoritatea cazurilor, utilizarea laserelor cu lumina albastri-violeta este
motivata de lungimile de unda relativ mici, ceea ce permite focalizarea puternica sau rezolvarea unor structuri
foarte bine in aplicatiile imagistice. In prezent, doar cateva tipuri de dispozitive sunt disponibile in comert:
compania de pionierat este Nichia, urmata de Sony si Sharp. Progresul in acest domeniu este evident si se
poate astepta la o continuare a imbunatatirii diodelor laser cu lumind albastra si la utilizarea lor pe scara larga
in medicina.

De la prima demonstrare a laserului semiconductor cu lumina albastra-violetd de catre Nakamura si
Compania Nichia [1], performanta lui a fost imbunétatita considerabil. Cu toate acestea, dinamica laserului cu
lumina albastra InGaN este inca un domeniu activ de cercetare. Se preconizeaza ca In viitor compusii cu nitruri
vor juca un rol major in dezvoltarea dispozitivelor electronice optice finale. Chiar daca studiile privind
autopulsatiile laserelor cu nitruri sunt incé in faza incipientd, in [3, 4] s-au prezentat dovezi de existentd a
autopulsatiilor intr-un laser InGaN cu gropi cuantice si cu un absorbant de saturatie special incorporat.
Structura laser consideratd a avut un strat activ de tip n cu gropi cuantice multiple de InGaN si un strat de tip
p cu o singura groapa cuantica InGaN, care actioneazi ca un absorbant saturabil. In astfel de lasere au fost
raportate pentru prima datd autopulsatii stabile 1n domeniul de frecventa de la 1,6 GHz la 2,9 GHz.

Structurile de tip tandem sunt bine cunoscute din aplicatiile laserelor cu mediu activ GaAs. In [4] s-au
efectuat investigatii teoretice si experimentale ale dinamicii unei noi structuri cu laser tandem cu lumina
albastra-violeta. Stratul activ contine trei gropi cuantice si au fost investigate lasere cu diferite lungimi ale
cavitatilor. Dispozitivele contin doud regiuni: una actioneaza intotdeauna ca regiune activa, in timp ce regiunea
a doua este absorbant saturabil. Mentiondm ca absorbantul saturabil este crescut langé regiunea activa in
directia longitudinald. Conditiile de aparitie a autopulsatiilor au fost obtinute in urma calculelor bazate pe un
model cu un singur mod al dispozitivului. Autopulsatii au fost, de asemenea, obtinute si In experimentele
efectuate cu laserele fabricate la compania Sharp. Studiile teoretice confirma si unele rezultate din lucrarile
anterioare, demonstrand cd existenta autopulsatiilor este in mod critic dependenta de durata de viata a
purtatorilor de sarcina in absorbantul saturabil, ajungandu-se la concluzia ca, in cazul laserului albastru tandem,
s-ar putea obtine o putere de iesire mare. De asemenea, un bun control al modurilor transversale poate permite
dirijarea autopulsatiilor in functie de curentul de intrare.
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